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Telefunken

Transistor BD140

Datasheet

BD 136 - BD 138 - BD 140

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren

Anwendungen: Allgemein im NF-Bareich

Besondere Merkmale:
@ Verlustlaisiung 8 W
@ Gepaart lieferbar

Abmessungen in mm
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lsolierscheibe  Best, Nr, 119880
Unterlegscheibe 3.2 DIN 1254

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung =Uran
K.ollektor-Emitter-Sperrspannung ~Uceo
Emitter-Basis-Sparrspannung ~Uean
Kollaktorsirom e
Kollektorspitzenstrom =t
Basisstrom =g
Gesamtverlustieistung
Tamt = 45°C Pyat
Tense = 70 °C Pral
Sperrschichtiemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Tasg
Anzugsdrahmomant M,

" mit M3-Schraube und Unterlegscheibe 3.2 DIN 1254

® BO 136, BO 138, BO 140 sind komple-
mantédr zu BD 135, BD 137, BD 139

Kollektor mit metallischer
Meantageflache verbunden

Normgehduse

12 A 3 DIN 41869
JEDEC TO 126 (50T 32)
Gewicht max. 0.8 g
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Telefunken Transistor BD140 Datasheet
BD 136 - BD 138 - BD 140
Warmewiderstande Min. Max.
Sperrschicht-Umgebung [T 100 KW
Sperrschicht-Gehduse Rwnac 10 KW
KenngroBen
Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kolleklorrestsirom
~Ugg = 30V —tepo 100 nA
—Upp = 30V, Tymp = 150 °C =lceo 100 pA
Kollkektor-Basis-Durchbruchspannung
=ic = 1 mA BD 136 _U|uu||_:|;||:| 45 W
Bﬂ 138 —Ulgmcgg B0 v
BD 140 —Lipmcan 80 v
Hollektor-Emitter-Durchbruchspannung
. =20 mA BD 138 ~Uigmeeo " 45 v
BD 138 —UpmcEn ™ 60 W
BD 140 ~Uigmicen " 80 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
g =1 pA -Ujprieno 5 W
Kaolleklor-Sittigungsspannung _
I = 500 mA, g = 50 ma, “Ugksa " 500 my
Basis-Emitter-Spannung
—Ugg = 2V, -l = 500 mA ~Uge " 1 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
~Upp = 2 ¥, =l = 150 mA BD 136 heg " 40 250
BD 138, BD 140 hee " 40 160
—Upe = 2 ¥, g = 500 mA hee " 25
Fiir Paare gilt das hge-Verhaltnis
Upp = 2V, =iz = 150 mA " 1.4
Transitfrequenz
—Upg = 5V, =z = 50 mA, I — 30 MHz fr 50 MHz

1} TF'_ -3
T 001t = 0.3 ms
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BD 136 - BD 138 - BD 140
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BD 136 - BD 138 - BD 140

* B m LAl il t 1 I 3 ey
U, “Uge INEEE
CEsat ;
v | 3¥
o7 =. [ teme20s
111/ | l
= %0 | ! Pl
LI} Tome= 287 1l
0.6 - R h |
T
| | Strewgranze il !
: . = |
' it -
i ﬂ !
0, 44— ]
h 1 . pd mi o5
BE 1l 1l |
e | LA .
| # | i |
™. | -
ﬂrn = -:f"' ". . I
"‘h..h__‘. L1 |.I
|
0 . 0,1 -
1 10 100 mA o 02 04 O6 08A
"fc--_-.- _'c
* =7 TrasT_]
PEE
R TEER
Tamb ™ 28 °C
1004 -
50
10
B
1

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



